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(2) bildet in dam Bereich, in dem das Halbleiterchip (1) 
befestigt ist, eino Wanna (4), deren InnenflSche (5) derart 
ausgebildet ist daS sie ainan Reflektor fOr die vom Halblei- 
terchip (1) ausgeaandte und/oder empfangana Strahlung 
daretallt. 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Strahlung aussen- 
dendes und/oder empfangendes Halbleiter-Bauelement, 
bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfang- 
endes Haibleiterchip auf einem Chiptragerteil eines Lei- 
terrahmens befestigt ist und bei dem das Haibleiterchip 
und mindestens ein Teilbereich des Chiptragerteiles von 
einer UmhQlJung umgeben ist 

Ein solches Halbleiterbauelement ist beispielsweise 
aus der europaischen Patentanmeldung EP400 176 be- 
kannt Darin ist eine sogenannte Top-LED beschrieben, 
bei der ein Haibleiterchip auf einem ebenen Chiptrager- 
teil eines Leiterrahmens befestigt ist Der Leiterrahmen 
setzt sich zusammen aus dem Chiptragerteil und einem 
getrennt von diesem angeordneten AnschluBteil mit je- 
weils einem externen AnschluB. Der Chiptragerteil mit 
dem Haibleiterchip, der AnschluBteil und Teilbereiche 
der externen AnschlOsse sind von einer Umhiillung um- 
geben, die aus aus einem strahlungsundurchlassigen 
Grundkdrper mit einer Ausnehmung und einem diese 
Ausnehmung ausfOUenden strahlungsdurchlassigen 
Fensterteil besteht Der Chiptragerteil und der An- 
schluBteil sind derart von dem Grundkdrper umgeben 
bzw. in diesen eingebettet, daB Teilbereiche der Ober- 
seiten des Chiptragerteils und des AnschluBteils mit der 
verbleibenden Bodenflache der Ausnehmung bundig 
abschlieBen. Der Haibleiterchip ist bis auf seine Unter- 
seite, mit der er auf dem Chiptragerteil aufliegt, voll- 
standig von dem strahlungsdurchlassigen Fensterteil 
umgeben. Die Ausnehmung, die vollstandig von dem 
strahlungsdurchlassigen Fensterteil ausgefullt ist, ist 
derart geformt, daB sie fOr die vom Halbleiterbauele- 
ment ausgesandte Strahlung einen Reflektor bildet 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Strah- 
lung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter- 
bauelement der eingangs erwahnten Art so weiterzubil- 
den, daB es eine erhdhte Strahlstarke aufweist und in 
einfacher Weise hergestellt werden kann. AuBerdem 
soil dieses Halbleiterbauelement eine gute Warmeablei- 
tung vom Haibleiterchip auf weisen. 

Das erstgenannte Ziel wird dadurch erreicht, daB der 
Chiptragerteil in dem Bereich, in dem das Haibleiterchip 
befestigt ist, eine Wanne bildet, deren Innenflache der- 
art ausgebildet ist, daB sie einen Reflektor fOr die vom 
Haibleiterchip ausgesandte und oder empfangende 
Strahlung bildet 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge- 
genstand von Unteranspruchen. 

Die Erfindung wird anhand von drei Ausf Qhrungsbei- 
spielen in Verbindung mit den Kg. la bis 3 naher eriau- 
tert Es zeigen: 

Fig. la eine Draufsicht auf ein erstes Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erfindungsgemaBen Halbleiterbauelements, 

Fig. lb einen Schnitt durch das erste AusfOhrungsbei- 
spiel entlang der in Fig. la eingezeichneten Linie A- A, 

Fig. lc einen Schnitt durch das erste AusfOhrungsbei- 
spiel entlang der in Fig. la eingezeichneten Linie B-B, 

Fig. 2a eine Draufsicht auf ein zweites Ausfuhrungs- 
beispiel eines erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
ments, 

Fig. 2b einen Schnitt durch das zweite Ausfuhrungs- 
beispiel entlang der in Fig. 2a eingezeichneten Linie 
C-C, 

Fig. 3a einen Schnitt durch ein drittes Ausfahrungs- 
beispiel eines erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
ments. 

Bei dem Halbleiterbauelement der Fig. la bis lc han- 



delt es sich um eine sogenannte Top-LED in SMD-Bau- 
weise. Diese setzt sich zusammen aus einem metalienen 
Leiterrahmen, bestehend aus einem Chiptragerteil 2 
und einem AnschluBteil 10 mit jeweils zwei externen 
5 AnschlOssen 1 1, 12, einem auf dem Chiptragerteil 2 befe- 
stigten Strahlung aussendenden Haibleiterchip 1 und 
einer quaderformigen Umhailung 3. Der Haibleiterchip 
1 weist an seiner Oberseite und an seiner Unterseite 
jeweils eine Kontaktmetallisierung 16, 17 auf. Die Kon- 
io taktmetallisierung 17 an der Unterseite ist beispielswei- 
se mittels eines metallischen Lotes oder eines elektrisch 
leitenden Klebstoffes mit dem Chiptragerteil 2 und die 
Kontaktmetallisierung 16 an der Oberseite ist mittels 
eines Bonddrahtes 20, der z. B. aus Gold oder einem 
is anderen geeigneten metallischen Werkstoff besteht, mit 
dem AnschluBteil 10 elektrisch leitend verbunden. In 
dem Chiptragerteil 2 ist in dem Bereich, in dem der 
Haibleiterchip 1 befestigt ist, beispielsweise mittels Pra- 
gen eine Wanne 4 ausgebildet, deren Innenflache 5 an- 
20 nahernd die Form eines auf den Kopf gestellten Kegel- 
stumpfes aufweist und fur die vom Haibleiterchip 1 aus- 
gesandte Strahlung einen Reflektor bildet Die externen 
AnschlOsse 11, 12 des Chiptragerteiles 2 und des An- 
schluBteiles 10 ragen jeweils auf gegenOberliegenden 
25 Seiten aus dieser Umhiillung 3 heraus und sind auBer- 
halb der UmhOlIung 3 an der Umhailung 3 entlang zu- 
nachst nach unten und anschlieBend nach innen in Rich- 
tung zur Mitte der UmhQllung 3 gebogen. Sie kdnnen 
jedoch auch jede beliebige andere Form aufweisen. 
30 Die Umhailung 3 ist zweiteilig aus einem strahlungs- 
undurchlassigen Grundkdrper 7 mit einer Ausnehmung 
8 und einem diese Ausnehmung 8 ausfOUenden strah- 
lungsdurchlassigen Fensterteil 9 gefertigt Der Grund- 
kdrper 7 und der Fensterteil 9 besteht beispielsweise 
35 aus einem gefOUten Kunstharz oder aus einem Thermo- 
plast bzw. aus einem transparenten Kunstharz oder 
Polycarbonat Als Fullstoff far Kunstharz kommen bei- 
spielsweise Metallpulver, Metalloxide, Metallcarbonate 
oder Metallsilikate in Frage. Der Chiptragerteil 2 und 
40 der AnschluBteil 10 ist so von dem strahlungsundurch- 
lassigen Grundkdrper 7 umgeben bzw. in diesen einge- 
bettet, daB ein Teilbereich des AnschluBteiles 10 und 
mindestens der Teilbereich des Chiptragerteiles 2, in 
dem sich die Wanne 4 befindet, auf der Bodenflache 19 
45 der Ausnehmung 8 aufliegt Die Ausnehmung 8 weist 
eine grdBere Tiefe auf als die Wanne 4 auf, so daB die 
Wanne 4 vollstandig innerhalb der Ausnehmung 8 ange- 
ordnet ist und deren Innenflache 13 nach oben fiber die 
Wanne 4 hinausragt 
so Bei einer bevorzugten Weiterbildung des ersten Aus- 
fOhrungsbeispieles ist die Innenflache der Wanne 4 und 
evtL auch der an das Fensterteil 9 angrenzende Teil der 
Oberseite des AnschluBteiles 10 zur Verbesserung der 
Reflexion poliert oder mit einem reflexionssteigernden 
55 Material beschichtet Als reflexionssteigerndes Material 
eignet sich beispielsweise ein glanzender Lack oder Alu- 
minium, das aufgedampft, aufgesputtert oder mittels ei- 
nes anderen geeigneten Verfahrens aufgebracht wird. 
Ebenso kdnnen auch die nicht vom Chiptragerteil 2 und 
60 AnschluBteil 10 bedeckten Bereiche der Innenflache 13 
mit einer reflexionssteigernden Schicht versehen sein, 
so daB auch diese Bereich die vom Haibleiterchip 1 
ausgesandte Strahlung in die vorgesehene Hauptstrahl- 
richtung 6 refiektieren. Hxerzu eignet sich z. B. wieder- 
65 um ein glanzender Lack oder Aluminium, das nach den 
oben genannten Verfahren aufgebracht wird. 

Denkbar ware auch, daB die Ausnehmung 8 nicht 
vollstandig von dem Fensterteil 9 ausgeffillt ist, sondern 
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daB nur der Halbleiterchip 1 und die Wanne 4 oder jeder 
andere beliebige Teilbereich der Ausnehmung 8 von 
dem Fensterteil umgeben bzw. bedeckt ist Ebenso kann 
der Fensterteil 9 so gefertigt sein, daB dieser die Ober- 
kante der Ausnehmung 8 hinausragt 5 

Zur Verbesserung der Warmeableitung vom Halblei- 
terchip 1 kdnnen, wie in den Fig. 2a und 2b gezeigt auch 
beim ersten Ausfuhrungsbeispiel die externen AnschlUs- 
se 11 des Chiptragerteiles 2 breiter sein als die externen 
Anschlusse 12 des AnschluBteiles 10. Ebenso kann, falls 10 
notwendig bzw. mdglich, vom Chiptragerteil 2 nur ein 
externer Anschlufl 11 oder eine Mehrzahi (> 2) exter- 
ner Anschlusse 11 aus der UmhUUung herausgefuhrt 
sein. Das gleiche gilt fUr den AnschluBteil 10. 

Bei einem moglichen Verfahren zur Herstellung des 15 
erfindungsgem&flen Halbleiterbauelements nach dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel kann im Faile, daB der 
GrundkSrper 7 aus einem Thermopiasten oder einem 
anderen temperaturstabilen Material besteht der Lei- 
terrahmen zunachst mit dem Grundkdrpermaterial urn- 20 
hiillt werden, anschlieBend der Halbleiterchip und der 
Bonddraht befestigt werden und abschiieBend die Aus- 
nehmung 8 mit dem Material des Fensterteiles 9 gefullt 
werden. 

Das in den Fig* 2a und 2b gezeigte zweite AusfGh- 25 
rungsbeispiel unterscheidet sich von dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel lediglich dadurch, daB der Chiptrager- 
teil 2 derart in den Grundkdrper 7 eingebettet ist, daB 
die Bodenwandung 18 der Wanne 4 auf der Unterseite 
des Grundkdrpers aus diesem herausragt Dadurch ist 30 
es mdglich, den Chiptragerteil 2 direkt von auBen zu 
kontaktieren, indem dieser beispielsweise direkt auf ei- 
ne Leiterplatte geklebt oder gel6tet wird. DarUber hin- 
aus besitzen in diesem Ausfiihrungsbeispiel die externen 
Anschlusse 11 des Chiptragerteiles 2 eine grdBere Brei- 35 
te als die externen Anschlusse 12 des AnschluBteiles 10 
auf. Durch diese MaBnahmen, einzeln oder in Kombina- 
tion, ist eine verbesserte Warmeableitung vom Halblei- 
terchip 1 gewahrleistet 

Samtliche in Bezug auf das erste AusfQhrungsbeispiel 40 
oben genannten Weiterbildungen und Ausgestaltungen 
des erfindungsgemaBen Halbleiterbauelements k6nnen 
auch beim zweiten Ausfuhrungsbeispiel realisierbar. 

Das dritte Ausftthrungsbeispiel nach Fig. 3 unter- 
scheidet sich von dem vorgenannten ersten Ausfuh- 45 
rungsbeispiel dadurch, daB die Umhullung 3 vollstandig 
aus einem strahlungsdurchlassigen Material, beispiels- 
weise ein transparentes Kunstharz, gefertigt ist Auch in 
diesem Fall sind samtliche im Zusammenhang mit dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel genannten Ausgestaltungen 50 
denkbar. 

Das vierte Ausfuhrungsbeispiel weist bis auf den Un- 
terschied, daB die Umhullung vollstandig aus einem 
transparenten Material gefertigt ist samtliche Merkma- 
le des zweiten Ausfiihrungsbeispieles auf. 55 

Die oben beschriebenen Ausffihrungsformen bzw. 
-beispiele des erfindungsgemaBen Halbleiterbauele- 
ments sind nicht nur auf die Verwendung eines Strah- 
lung aussendenden Halbleiterchips 1 eingeschrankt son- 
dern kSnnen ebenso fur Photodioden-, Phototransistor- 60 
und andere Strahiung empfangende Halbleiterchips ein- 
gesetzt werden. Die Wanne 4 ist in diesem Fall so ausge- 
bildet daB die durch den Fensterteil 9 einfallende Strah- 
iung in Richtung Halbleiterchip reflektiert wird. 

65 
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Halbleiter-Bauelement bei dem ein Strahiung aus- 
sendendes und/oder empfangendes Halbleiterchip 
(1) auf einem Chiptragerteil (2) eines Leiterrah- 
mens befestigt ist und bei dem das Halbleiterchip 

(1) und mindestens ein Teilbereich des Chiptrager- 
teiles (2) von einer Umhullung (3) umgeben ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Chiptragerteil (2) 
in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip (1) befe- 
stigt ist, eine Wanne (4) bildet deren Innenfiache (5) 
derart ausgebildet ist, daB sie einen Reflektor fur 
die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte und/oder 
empf angene Strahiung bildet 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Leiterrahmen aus dem 
Chiptragerteil (2) und einem in einem Abstand zum 
Chiptragerteil (2) angeordneten AnschluBteil (10) 
mit je zwei externen Anschlussen (11, 12) besteht, 
die an gegentiberliegenden Seiten aus der Umhul- 
lung (3) herausragen. 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB zumindest ein Teil 
der Innenfiachen (5) der Wanne (4) des Chiptragers 

(2) mit einem reflexionssteigernden Material be- 
schichtet ist 

4. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die externen 
Anschlusse (11) des Chiptragerteiles (2) breiter sind 
als die externen Anschlusse (12) des AnschluBteiles 
(10). 

5. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daB die Wanne (4) 
des Chiptragerteiles (2) zumindest teilweise aus der 
Umhullung (3) herausragt derart daB der Chiptra- 
gerteil (2) im Bereich der Wanne (4) elektrisch und/ 
oder thermisch anschliefibar ist 

6. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet daB die Umhul- 
lung (3) vollstandig aus einem strahlungsdurchlassi- 
gen Material besteht 

7. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet daB die Umhul- 
lung (3) einen strahlungsundurchlassigen Grund- 
kdrper (7) mit einer Ausnehmung (8) und einen in 
der Ausnehmung (8) angeordneten strahlungs- 
durchlassigen Fensterteil (9) aufweist und daB der 
strahlungsundurchiassige Grundkdrper (7) zumin- 
dest einen Teilbereich des Chiptragerteils (2) um- 
hullt derart daB zumindest die Wanne (4) des Chip- 
tragerteiles (2) in der Ausnehmung (8) angeordnet 
ist 

8. Halbleiterbauelement nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet daB die Oberkante (14) der Wanne 
(4) unterhalb der Oberkante (15) der Ausnehmung 
(8) verlauft und daB der Teilbereich der Innenfiache 
(13) der Ausnehmung, die nicht von der Wanne (4) 
bedeckt ist derart ausgebildet ist daB er fur die 
vom Halbleiterchip (1) ausgesandte Strahiung ei- 
nen Reflektor bildet 

9. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet daB zumindest ein Teil der Innen- 
fiachen (13) der Ausnehmung (8) mit einem refle- 
xionssteigernden Material beschichtet ist 
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